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Aufgabel:

Spannungsteilerschaltung

1.1 U +U;-Up=0 U =R,-I
U,=R, I
= Yy
R, +R,
Oder Spannungsteilerformel:
U, =U,- _Re | _qpy.BKQ _10v- 2 —gov
R;+R> 2kQ + 8kQ 10
U, =Ug - _ R :1ov.£:2,ov
R, + Ry 10

1.2 I/U-Diagramm

(R2=8kQ)

2 4 6 8 10

Konstruktion Widerstandsgerade fir R2:

|:E :>|:i.u :1.10—3.A.U:1.m_A.U
R R, 8 \Y 8 V
. (u=0 1=0
mlt 1
{U:SV = 1=10 mA
fur Ry gilt:
1
l=——-(U-U
z(U-U)
1=0 Uu=U,=10V
Konstruktion:
u=0v = | :ﬁ—lov—5mA

™R, 2kQ
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Ubung 1
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Aufgabe 2:
2.1
Im Durchlassbereich (und Sperrbereich) gilt fur eine normale Si-Diode.

l=Ig| e -1

2.2 U/l Kennlinie der SI-Diode

c
w
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uv——»

2.3 U/l-Kennlinie einer Zenerdiode mit U; = 3,3 V im Durchlass- und im Sperrbereich
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Berechnung von Ry, :

1 =929V _0mA 3mA<I, <4mA —13mA<I<14mA
R, 5100

Uu,-U, 12Vv-51V 69V 6,9V 6,9V

R, = <
v | | [ 14mA ' 13mA

=492 2 <R, <530 .02

In der E24-Reihe finden wir nur einen Wert, der in diesem Bereich liegt: 5,1
Damit muss Ry =510 Q sein!

Aufgabe 3:

Aus dem Kennlinienfeld der Diode kann abgelesen werden:
Bei | = 20 mA betragt die Spannung uber der LED U=3,5V
Es ergeben sich folgende Schaltungsmaoglichkeiten:

1. Parallelschaltung der Dioden

lo T
RV IID IID lID
Uo
D Vi Vi Vo
O L L 4
lo =3-1p =3-20 MA=60 mA
mit
Up =35V wird Ug, =Uy-Up =12V -35V =85V =
szﬂzﬂzm,?g und  Pyes =12V -60 mA =720 mW

lp, 60mA
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Besser: (geringere Belastung der Widerstande)

T

lo
> o pd

u0¢ C) Io I Io

O
\ %4

lg =3-1p =3-20 MA=60 mA

mit
UD :3,5V Wll’d Uva :URVZ :URV3 :UO _UD :12V —3,5V :8,5V =

RVl23=URV—ﬂ=425:2 und Py =12V -60 MA=720 mW
237, 20mA

2. Reihenschaltung der LED (beste Losung)

Ry Yo

{lo

VAN
VAN
lop=1p =20mA
mit

Up =35V wird Ug, =Uy-3-Up =12V -105V =15V =

Ry =2y - WV 255 ynd Pyes =12V - 20 MA = 240 mW
l, 20 mA

Daraus folgt: Reihenschaltung ist besser, da nur 1/3 der Leistungsaufnahme gegeniiber
Parallelschaltung.
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Ubung 1

Kennlinien und Definitionen von Bipolartransistoren

Aus den Eingangskennlinien lassen sich folgende Gré3en bestimmen:

ol I
a) Steilheit S: S= ¢ = _©A (Tangente an
OUqg T
. . _ 1 0lg
b) Kleinsignal-Eingangswiderstand rgg: —=
lae aUBE A
I
c) Stromverstarkung B: B=-°4
IB,A
Iz %
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Aus dem Ausgangskennlinienfeld lassen sich:

1. die Kollektor-Emitter-Spannung Ucga und
2. der differentielle Kollektor-Emitter-Widerstand rcg bestimmen.
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Lastgerade, Steigung = -1/R¢
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